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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年4月23日(2015.4.23)

【公表番号】特表2013-530517(P2013-530517A)
【公表日】平成25年7月25日(2013.7.25)
【年通号数】公開・登録公報2013-040
【出願番号】特願2013-508482(P2013-508482)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   1/22     (2012.01)
   Ｇ０３Ｆ   1/60     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５３１Ａ
   Ｇ０３Ｆ    1/22     　　　　
   Ｇ０３Ｆ    1/60     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１５℃の温度間隔ΔＴにおける１０ｐｐｂ以下の平均相対長手方向熱膨張と、２０℃～
４０℃の範囲のゼロ交差温度とを有する、ＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板であって、
ガラスセラミック材料とチタンドープ石英ガラスを混合した材料、又は、ガラスセラミッ
ク材料とコーディエライトを混合した材料より構成される基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の基板であって、３０℃の温度間隔ΔＴにおける１０ｐｐｂ以下の平均
相対長手方向熱膨張を有する基板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の基板であって、１５℃の温度間隔ΔＴにおける５ｐｐｂ以下
の平均相対長手方向熱膨張を有する基板。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の基板であって、２８℃～３３℃の範囲のゼロ交差温
度を有する基板。
【請求項５】
　少なくとも３０００ｃｍ３の体積を有するＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板であって
、チタンドープ石英ガラスまたはコーディエライトをベースとした材料により構成され、
１０ｃｍ３以下の任意の特定の部分的な体積（１４）において平均されたゼロ交差温度が
、２℃未満変動する基板。
【請求項６】
　請求項５に記載の基板であって、１５℃の温度間隔ΔＴにおける１０ｐｐｂ以下の平均
相対長手方向熱膨張を有する基板。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の基板であって、３０℃の温度間隔ΔＴにおける１０ｐｐｂ以
下の平均相対長手方向熱膨張を有する基板。
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【請求項８】
　請求項５～７の何れか一項に記載の基板であって、１５℃の温度間隔ΔＴにおける５ｐ
ｐｂ以下の平均相対長手方向熱膨張を有する基板。
【請求項９】
　請求項５～８の何れか一項に記載の基板であって、２０℃～４０℃の範囲における平均
化ゼロ交差温度を有する基板。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか一項に記載の基板であって、２８℃～３３℃の範囲の平均ゼロ交
差温度を有する基板。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項に記載の基板であって、基板（１）の表面に垂直な方向に
、平均熱膨張係数の不均質な分布を有する基板。
【請求項１２】
　基板（１）の表面に垂直な方向に平均熱膨張係数の不均質な分布を有するＥＵＶリソグ
ラフィ用ミラーの基板であって、該基板の表面に垂直な方向のゼロ交差温度が、該表面か
らの距離が増大するに従って減少する基板。
【請求項１３】
　基板（１）の表面に垂直な方向に平均熱膨張係数の不均質な分布を有するＥＵＶリソグ
ラフィ用ミラーの基板であって、１ｃｍ以上の幅の少なくとも一つの材料片（６）は、周
囲の材料（５）よりも高いゼロ交差温度を有する基板。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の基板であって、より高いゼロ交差温度を有する材料片（６）が表面
に配置される基板。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の基板であって、該基板の表面全体に延在し、より低いゼ
ロ交差温度を有する第２材料片（８，１１）に隣接する第１材料片（７，１０）を備え、
該第２材料片もまた、基板（１）の表面全体に延在し、加熱装置（９）を有する基板。
【請求項１６】
　ゼロ交差温度の本質的に周期的な分布を有するＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板であ
って、基板（１）の表面の面における周期長さが、該表面に垂直な方向の周期長さよりも
長い基板。
【請求項１７】
　ＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板であって、少なくとも２つのセクション（Ａ１，Ａ
２，Ａ３）が相互に重ねて配置され、そのどちらもゼロ交差温度の本質的に周期的な分布
を有し、一つのセクション（Ａ１，Ａ２）の熱膨張係数の分布が、別のセクション（Ａ２
，Ａ３）のゼロ交差温度の分布に対して周期長さの半分ずらされている基板。
【請求項１８】
　請求項１～１７の何れか一項に記載の基板であって、該基板の表面に研磨層（２）を有
する基板。
【請求項１９】
　請求項１から１８の何れか一項に係るＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板を製造する方
法であって、
・低熱膨張係数と、異なるゼロ交差温度とを有する、少なくとも一つの第１材料および少
なくとも一つの第２材料を選択するステップと、
・前記材料を混合、接合するステップと、
・前記基板の表面処理を行うステップと
を含む方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、チタンドープ石英ガラスが材料として選択される方
法。



(3) JP 2013-530517 A5 2015.4.23

【請求項２１】
　請求項１から１８の何れか一項に係るＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板を製造する方
法であって、
・低熱膨張係数と、温度の関数として相対熱膨張の逆の勾配とを有する少なくとも一つの
第１材料および少なくとも一つの第２材料を選択するステップと、
・前記材料を混合、接合するステップと、
・前記基板の表面処理を行うステップと
を含む方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、ガラスセラミック材料およびチタンドープ石英ガラ
スを材料として選択する方法。
【請求項２３】
　請求項２１または２２に記載の方法であって、前記選択した材料のゼロ交差温度が２℃
未満異なる方法。
【請求項２４】
　請求項２１～２３の何れか一項に記載の方法において、前記選択した材料のゼロ交差温
度が等しい方法。
【請求項２５】
　請求項２１～２４の何れか一項に記載の方法において、前記選択した材料の混合比率は
、温度の関数としてのそれらの相対熱膨張の勾配における異なる値を考慮して決定する方
法。
【請求項２６】
　請求項１から１８の何れか一項に係るＥＵＶリソグラフィ用ミラーの基板を製造する方
法であって、
・低熱膨張係数を有する材料を潰すステップと、
・前記材料を混合、接合するステップと、
・前記基板の表面処理を行うステップと
を含む方法。
【請求項２７】
　請求項１９～２６の何れか一項に記載の方法において、２０℃～４０℃の範囲のゼロ交
差温度と、温度の係数として１０ｐｐｂ／Ｋ２未満の値の相対熱膨張の勾配とを有する材
料を選択する方法。
【請求項２８】
　請求項１９～２７の何れか一項に記載の方法において、前記材料の混合および接合は、
粘着状に混ぜ合わせることによって行う方法。
【請求項２９】
　請求項１９～２８の何れか一項に記載の方法において、混合の準備として前記材料をす
り潰し、混合した前記材料を焼結することによって接合を行う方法。
【請求項３０】
請求項１～１３の何れか一項に記載の基板（１）と反射層（５）とを備えた、ＥＵＶリソ
グラフィ用ミラー。
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